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１．概要（Summary） 

カルコゲナイド化合物 GeTe の相変化特性に及ぼす遷

移金属元素Mnドープの効果を調べることを目的としてい

る。相変化に伴う抵抗変化を観測するために、Cu 電極の

形成及び細線の加工を行った。  

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクアライナー、電子線描画装置、ECR エッチン

グ装置、UHV10元スパッタ装置、3元スパッタ装置 

【実験方法】 

所属機関にて超高真空蒸着装置を用いて、Mn ドープ

量を変えた GeTe薄膜をガラス基板（10×10 mm）上に成

膜した。その後、支援機関にてマスクアライナー及びス

パッタ装置を活用して、凸型の Cu電極（電極間距離：

500 m）を形成した。その様子を Fig.1 (a)に示す。

所属機関にて簡便な４端子法を用いて抵抗の温度特

性を真空中にて計測した。Fig.1 (b)はスイッチング特

性を評価するために試作した 2対の 50 m細線とCu

電極であり、レジスト材を活用した保護膜を形成して

いる。 

    

Fig.1 Images of fabricated Cu electrodes 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

得られた抵抗の温度特性の一例を Fig. 2に示す。試

料はドープ無し（GT）とMn組成 7 %（GMT）であ

る。縦軸は結晶化後の室温における抵抗 R0 に対する

相対抵抗である。両試料ともアモルファスから結晶へ

の相変化に伴う急激な抵抗の低下が 200℃前後で見ら

れる。その温度がMnをドープすることによって高く

なることが分かる。結晶化温度の高温化は相変化メモ

リの熱安定性向上に繋がる。GMT の抵抗変化には，

結晶化後に特異な振る舞いが見られており、今後その

起源を詳細に調べる予定である。 

 

Fig.2 Temperature dependence of the resistance 

of GeTe films with/without Mn-doping. 
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